20530 TECNOLOGIA MICROELECTRONICA

Optativa. 6 créditos (3+3)
Descriptor BOE: Estudio de los procesos de fabricacion de circuitos integrados.
Objetivos

Conocer los distintos procesos y tecnologias utilizadas en la fabricacion de
circuitos microelectronicos. Se explican los distintos procesos de crecimiento y
deposicién de capas en tecnologias monoliticas de silicio y en tecnologias de
circuitos hibridos. Después se estudian las tecnologias bipolar y CMOS, se
incluye un tema de tecnologias avanzadas y se finaliza con algunos aspectos
colaterales.

Evaluacion: Examen de teoria i problemas: 80%
Practicas: 20%

TEMARIO

1. INTRODUCCION:
Resefia historica de la microminiaturizacion
Tecnologia microelectrénica.
Circuitos integrados: clasificacion por tecnologias.
Fisica de semiconductores.

2. PROCESOS BASICOS PARA TECNOLOGIAS MONOLITICAS EN
SILICIO. (8H)

Salas blancas.

Fabricacion de obleas de silicio.

Crecimiento epitaxial.

Difusién de impurezas.

Oxidacion térmica y proceso LOCOS.

35

Deposicion de capas CVD.

Metalizacion.

Implantacién i6nica.

Fotolitografia y realizacion de mascaras.
Grabado.

Encapsulacion.

3. PROCESOS BASICOS PARA TECNOLOGIiA DE
HIBRIDOS Y MCM. (2H)

PVD y peliculas delgadas.

Fotolitografia basica.

Serigrafia.

Tecnologia de pelicula gruesa y de pelicula delgada.
Tecnologias MCM

4. TECNOLOGIAS BASICAS PARA C.I (8H)

Tecnologia bipolar.
Tecnologia NMOS.
Tecnologia CMOS.

5. TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA C.L (5H)

Disminucién de dimensiones: ventajas y problemas.
Doble poli y doble metal.

Barreras de difusion y problemas de metalizacion.
Oxidos delgados.

Tecnologias “twin tub”.

Tecnologias BiCMOS.

Soluciones EEPROM y asimiladas.

Fotolitografia avanzada.

Micromecanizado del silicio.

Tecnologias no basadas en silicio.

CIRCUITOS



6. CARACTERIZACION DE PROCESOS Y PRODUCTOS. (2H)

Caracterizacion fisico-quimica.
Caracterizacion eléctrica: dispositivos de test.

7. OTROS ASPECTOS DE LA TECNOLOGIA MICROELECTRONICA.
(2H)

Rendimiento y fiabilidad.

Aspectos comerciales.

Aspectos medioambientales: control de residuos.
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PRACTICAS DE LABORATORIO (15 horas)
¢ Simulacion de procesos con ICECREM y SUPREM
e Simulacién de tecnologias completas.

Fabricacion en sala blanca de un dispositivo y caracterizacion eléctrica del
mismo.
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